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１．概要（Summary） 
 Ti 拡散ニオブ酸リチウム(LiNbO3：以下 LN)導波路は

超高速光通信向けの導波路型外部変調器として使用さ

れているが、サイズが大きいという課題がある。サイズ小型

化の案として光の閉じ込めを強化するためにリッジ導波路

の適用を検討している。今回、イオンミリング装置を用いて

LN にリッジ形成を行う場合、どのようなリッジ形状を得ら

れるか、北海道大学ナノテクノロジー連携研究推進室のイ

オンミリング装置を借用して実験を行った。 
 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 

イオンミリング装置(F-HK-015) 
【実験方法】 

小片化した LN ウェハ上にメタルマスクとして Ti(厚さ：1 
µm)を蒸着したサンプルを用意し、以下の装置条件にてミ

リングを実施し、ミリングされた深さからミリングレートを調

査した。次にそのミリングレートを用いLNのリッジ高さが 1 
µm になる時間にてミリングを実施し、リッジ形状の SEM
観察を行った。 
装置条件・・・RF 電力：100 W,ビーム電圧：300 V, 
Ar 流量：10 sccm,時間：20 min,60 min,100 min 
 
３．結果と考察（Results and Discussion） 
３．１．Ti,LN のミリングレート調査結果 
 ミリングレートを

調査した結果を

Fig 3.1に示す。ミ

リ ン グ に よ る

Ti,LN の深さはプ

ロセス時間に対し

て比例関係である

ことが分かった。グラフよりTi,LNのエッチングレートはTi：
5.7 µm/min、LN：14.2 nm/min 
と見積もった。このレートから、高さ 1 µm の LN のリッジを

形成するためのミリング時間を 70 min として観察用サン

プルの試作を行った。  
3.2.リッジ形成実験、考察 

3.1.項で得られた時間にてミリングを実施したサンプル

の断面形状の SEM 観察結果を Fig.3.2 に示す。 

リッジ高さは概ね 1µm になっているものの、側壁角度がミ

リング前より大きくなっていることが確認できる。光の閉じ込

めを強くするには側壁角度は 90 度に近い方が望ましい。

Ti マスクの状態で既に角度がついている為、側壁角度の

改善はTiマスクの側壁角度の改善、および最適なミリング

装置条件の調査が必要と思われる。 
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Fig. 3.1. Milling rate of Ti, LN. 

Fig. 3.2 Cross section image of milling 
sample (Left: before, Right: after) 


